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１．概要（Summary） 

1.55 µm 帯の波長変換素子は波長分割多重通信のキ

ーデバイスとして注目を集めている。我々は、高効率な

1.55 µm 帯波長変換素子の実現を目指し、光を高強度

に閉じ込め可能かつ位相整合達成可能な、反転積層

AlGaAs/Alox 高屈折率差リブ導波路型波長変換素子を

開発している。今回、反転積層 AlGaAs/Alox リブ型導波

路を誘導結合プラズマ型ドライエッチングプロセスにより

初めて作製した。 
２．実験（Experimental） 

反転積層 AlGaAs 導波路(0.7 µm 厚 Al0.8Ga0.2As 上

クラッド /0.43 µm 厚 Al0.5Ga0.5As コア /0.7 µm 厚

Al0.8Ga0.2As 下クラッド, コア中心を境に上下の AlGaAs
が反転した構造)に 5 µm/40 µm ラインアンドスペースの

フォトマスクでリソグラフィーし、武田先端知ビルクリーンル

ーム共同利用装置の誘導結合プラズマ型反応性イオン

エッチング装置(Ulvac CE-S)を用いてリブ導波路を作製

した。最後に、塩酸系ウェットエッチャントでリブ表面とサイ

ドウォールを平滑化し、水蒸気雰囲気中で Al0.8Ga0.2As
クラッドを Alox に熱酸化することで導波路の完成とした。

反転積層導波路の作製には分子線エピタキシー装置と

表面活性化常温接合法を用いた。ドライエッチングの条

件は、Cl2/BCl3/Ar ガス流量を 6/14/10 sccm、アンテナ

出力 500 W, バイアス出力 50 W, プロセス圧力 0.65 Pa
とし、80 秒のエッチングを 2 回とした。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した AlGaAs/Alox 反転積層リブ導波路の鳥瞰

SEM像をFig. に示す。接合界面で剥離することなく、設

計通りの素子の作製に成功した。また、ウエットエッチング

によりリブ導波路のサイドウォールの表面粗さを低減して 
おり、低損失な導波路であると期待できる。 

 
Fig. SEM image of the fabricated AlGaAs/Alox 

inversion-stacked waveguide. 
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